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【57】申請專利範圍
1.　一種藥液的檢查方法，包括：  　　準備藥液的製程（1X）；  　　將所述藥液塗佈在半
導體基板上的製程（2X）；以及  　　製程（3X），測定所述半導體基板的表面上有無
缺陷，獲取所述半導體基板的表面上的所述缺陷在所述半導體基板上的位置資訊，基於

所述位置資訊對所述半導體基板的表面上的所述缺陷照射雷射光，利用載氣回收藉由照

射得到的分析樣品並進行感應耦合電漿質譜分析，  　　其中，所述載氣的水分量為
0.00001體積 ppm以上且 0.1體積 ppm以下。

2.　如請求項 1所述之藥液的檢查方法，其中，  　　具有根據在所述製程（3X）中得到的
所述缺陷中的質譜數據判定所述缺陷中有無金屬元素的製程（4X）。

3.　如請求項 2所述之藥液的檢查方法，其中，  　　在所述製程（4X）之後具有測定含有
所述金屬元素的缺陷的數量的製程（5X）。

4.　如請求項 1所述之藥液的檢查方法，其中，  　　具有基於在所述製程（3X）中得到的
所述缺陷中的質譜數據測定所述缺陷中含有金屬元素的缺陷的數量的製程（5X）。

5.　如請求項 1至 4中任一項所述之藥液的檢查方法，其中，  　　所述藥液含有選自由 Na、
K、Ca、Fe、Cu、Mg、Mn、Li、Al、Cr、Ni、Ti及 Zn組成的群組中的至少一種金屬元
素，所述金屬元素的合計含量相對於所述藥液的總質量為 10質量 ppb以下。

6.　一種藥液的製造方法，其包括請求項 1至 5中任一項所述之藥液的檢查方法。
7.　一種藥液的管理方法，包括：  　　準備藥液的製程（1X）；  　　將所述藥液塗佈在半
導體基板上的製程（2X）；  　　製程（3X），測定所述半導體基板的表面上有無缺
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陷，獲取所述半導體基板的表面上的所述缺陷在所述半導體基板上的位置資訊，基於所

述位置資訊對所述半導體基板的表面上的所述缺陷照射雷射光，利用載氣回收藉由照射

得到的分析樣品並進行感應耦合電漿質譜分析；  　　根據在所述製程（3X）中得到的
所述缺陷中的質譜數據判定所述缺陷中有無金屬元素的製程（4X）和測定含有所述金屬
元素的缺陷的數量的製程（5X），或者  　　基於在所述製程（3X）中得到的所述缺陷
中的質譜數據測定所述缺陷中含有金屬元素的缺陷的數量的製程（5X）；以及  　　判
定在所述製程（5X）中得到的缺陷的數量是否在容許範圍內的製程（6X），  　　其
中，所述載氣的水分量為 0.00001體積 ppm以上且 0.1體積 ppm以下。

8.　如請求項 7所述之藥液的管理方法，其中，  　　所述藥液含有選自由 Na、K、Ca、Fe、
Cu、Mg、Mn、Li、Al、Cr、Ni、Ti及 Zn組成的群組中的至少一種金屬元素，所述金
屬元素的合計含量相對於所述藥液的總質量為 10質量 ppb以下。

9.　一種半導體元件的製造方法，包括：  　　準備藥液的製程（1X）；  　　將所述藥液塗
佈在半導體基板上的製程（2X）；  　　製程（3X），測定所述半導體基板的表面上有
無缺陷，獲取所述半導體基板的表面上的所述缺陷在所述半導體基板上的位置資訊，基

於所述位置資訊對所述半導體基板的表面上的所述缺陷照射雷射光，利用載氣回收藉由

照射得到的分析樣品並進行感應耦合電漿質譜分析；  　　基於在所述製程（3X）中得
到的所述缺陷中的質譜數據判定所述缺陷中有無金屬元素的製程（4X）和測定含有所述
金屬元素的缺陷的數量的製程（5X），或者  　　基於在所述製程（3X）中得到的所述
缺陷中的質譜數據測定所述缺陷中含有金屬元素的缺陷的數量的製程（5X）；  　　判
定在所述製程（5X）中得到的缺陷的數量是否在容許範圍內的製程（6X）；以及  　　
使用在所述製程（6X）中判定為在容許範圍內的藥液進行半導體元件的製造的製程
（7X），  　　其中，所述載氣的水分量為 0.00001體積 ppm以上且 0.1體積 ppm以下。

10.   如請求項 9所述之半導體元件的製造方法，其中，  　　所述藥液為預濕液、顯影液、沖
洗液或清洗液。

11.   如請求項 9所述之半導體元件的製造方法，其中，  　　所述藥液含有選自由 Na、K、
Ca、Fe、Cu、Mg、Mn、Li、Al、Cr、Ni、Ti及 Zn組成的群組中的至少一種金屬元
素，所述金屬元素的合計含量相對於所述藥液的總質量為 10質量 ppb以下。

12.   一種光阻組成物的檢查方法，包括：  　　準備光阻組成物的製程（1Y）；  　　將所述
光阻組成物塗佈在半導體基板上的製程（2Y）；以及  　　製程（3Y），測定所述光阻
組成物的塗膜中有無缺陷，獲取所述光阻組成物的塗膜中的所述缺陷在所述半導體基板

上的位置資訊，基於所述位置資訊對所述半導體基板的表面上的所述缺陷照射雷射光，

利用載氣回收藉由照射得到的分析樣品並進行感應耦合電漿質譜分析，  　　其中，所述
載氣的水分量為 0.00001體積 ppm以上且 0.1體積 ppm以下。

13.   如請求項 12所述之光阻組成物的檢查方法，其中，  　　具有根據在所述製程（3Y）中
得到的所述缺陷中的質譜數據判定所述缺陷中有無金屬元素的製程（4Y）。

14.   如請求項 13所述之光阻組成物的檢查方法，其中，  　　在所述製程（4Y）之後具有測
定含有所述金屬元素的缺陷的數量的製程（5Y）。

15.   如請求項 12所述之光阻組成物的檢查方法，其中，  　　具有基於在所述製程（3Y）中
得到的所述缺陷中的質譜數據測定所述缺陷中含有金屬元素的缺陷的數量的製程

（5Y）。
16.   如請求項 12至 15中任一項所述之光阻組成物的檢查方法，其中，  　　所述光阻組成物

含有選自由 Na、K、Ca、Fe、Cu、Mg、Mn、Li、Al、Cr、Ni、Ti及 Zn組成的群組中

(2)
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的至少一種金屬元素，所述金屬元素的合計含量相對於所述光阻組成物的總質量為 10質
量 ppb以下。

17.   一種光阻組成物的製造方法，包括請求項 12至 16中任一項所述之光阻組成物的檢查方
法。

18.   一種光阻組成物的管理方法，包括：  　　準備光阻組成物的製程（1Y）；  　　將所述
光阻組成物塗佈在半導體基板上的製程（2Y）；  　　製程（3Y），測定所述光阻組成
物的塗膜中有無缺陷，獲取所述光阻組成物的塗膜中的所述缺陷在所述半導體基板上的

位置資訊，基於所述位置資訊對所述半導體基板的表面上的所述缺陷照射雷射光，利用

載氣回收藉由照射得到的分析樣品並進行感應耦合電漿質譜分析；  　　基於在所述製程
（3Y）中得到的所述缺陷中的質譜數據判定所述缺陷中有無金屬元素的製程（4Y）和測
定含有所述金屬元素的缺陷的數量的製程（5Y），或者  　　基於在所述製程（3Y）中
得到的所述缺陷中的質譜數據測定所述缺陷中含有金屬元素的缺陷的數量的製程

（5Y）；以及  　　判定在所述製程（5Y）中得到的缺陷的數量是否在容許範圍內的製程
（6Y），  　　其中，所述載氣的水分量為 0.00001體積 ppm以上且 0.1體積 ppm以下。

19.   如請求項 18所述之光阻組成物的管理方法，其中，  　　所述光阻組成物含有選自由
Na、K、Ca、Fe、Cu、Mg、Mn、Li、Al、Cr、Ni、Ti及 Zn組成的群組中的至少一種
金屬元素，所述金屬元素的合計含量相對於所述光阻組成物的總質量為 10質量 ppb以
下。

20.   一種半導體元件的製造方法，包括：  　　準備光阻組成物的製程（1Y）；  　　將所述
光阻組成物塗佈在半導體基板上的製程（2Y）；  　　製程（3Y），測定所述光阻組成
物的塗膜中有無缺陷，獲取所述光阻組成物的塗膜中的所述缺陷在所述半導體基板上的

位置資訊，基於所述位置資訊對所述半導體基板的表面上的所述缺陷照射雷射光，利用

載氣回收藉由照射得到的分析樣品並進行感應耦合電漿質譜分析；  　　根據在所述製程
（3Y）中得到的所述缺陷中的質譜數據判定所述缺陷中有無金屬元素的製程（4Y）和測
定含有所述金屬元素的缺陷的數量的製程（5Y），或者  　　基於在所述製程（3Y）中
得到的所述缺陷中的質譜數據測定所述缺陷中含有金屬元素的缺陷的數量的製程

（5Y）；  　　判定在所述製程（5Y）中得到的缺陷的數量是否在容許範圍內的製程
（6Y）；以及  　　使用在所述製程（6X）中判定為在容許範圍內的光阻組成物進行半導
體元件的製造的製程（7Y），  　　其中，所述載氣的水分量為 0.00001體積 ppm以上
且 0.1體積 ppm以下。

21.   如請求項 20所述之半導體元件的製造方法，其中，  　　所述光阻組成物含有選自由
Na、K、Ca、Fe、Cu、Mg、Mn、Li、Al、Cr、Ni、Ti及 Zn組成的群組中的至少一種
金屬元素，所述金屬元素的合計含量相對於所述光阻組成物的總質量為 10質量 ppb以
下。

22.   一種半導體製造裝置的污染狀態確認方法，具有：  　　準備藥液的製程（1Z）；  　　
使用所述藥液清洗半導體製造裝置的製程（2Z）；  　　將所述製程（2Z）的清洗後的
所述藥液塗佈在半導體基板上的製程（3Z）；  　　製程（4Z），測定所述半導體基板
的表面上有無缺陷，獲取所述半導體基板的表面上的所述缺陷在所述半導體基板上的位

置資訊，基於所述位置資訊對所述半導體基板的表面上的所述缺陷照射雷射光，利用載

氣回收藉由照射得到的分析樣品並進行感應耦合電漿質譜分析；以及  　　根據在所述製
程（4Z）中得到的所述缺陷中的質譜數據判定所述缺陷中有無金屬元素的製程
（5Z），  　　其中，所述載氣的水分量為 0.00001體積 ppm以上且 0.1體積 ppm以下。

23.   如請求項 22所述之半導體製造裝置的污染狀態確認方法，其中，  　　包括測定含有所
述金屬元素的缺陷的數量的製程（6Z）。

(3)
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24.   一種半導體製造裝置的污染狀態確認方法，具有：  　　準備藥液的製程（1Z）；  　　
使用所述藥液清洗半導體製造裝置的製程（2Z）；  　　將所述製程（2Z）的清洗後的
所述藥液塗佈在半導體基板上的製程（3Z）；  　　製程（4Z），測定所述半導體基板
的表面上有無缺陷，獲取所述半導體基板的表面上的所述缺陷在所述半導體基板上的位

置資訊，基於所述位置資訊對所述半導體基板的表面上的所述缺陷照射雷射光，利用載

氣回收藉由照射得到的分析樣品並進行感應耦合電漿質譜分析；以及  　　基於在所述製
程（4Z）中得到的所述缺陷中的質譜數據測定所述缺陷中含有金屬元素的缺陷的數量的
製程（6Z），  　　其中，所述載氣的水分量為 0.00001體積 ppm以上且 0.1體積 ppm
以下。

圖式簡單說明

圖 1係表示本發明的實施形態的藥液的檢查方法的一例之流程圖。 　　圖 2係表示本發
明的實施形態的藥液的管理方法的一例之流程圖。 　　圖 3係表示本發明的實施形態的半導
體元件的製造方法的第 1例之流程圖。 　　圖 4係表示本發明的實施形態的光阻組成物的檢
查方法的一例之流程圖。 　　圖 5係表示本發明的實施形態的光阻組成物的管理方法的一例
之流程圖。 　　圖 6係表示本發明的實施形態的半導體元件的製造方法的第 2例之流程
圖。 　　圖 7係表示本發明的實施形態的半導體製造裝置的污染狀態確認方法的一例之流程
圖。 　　圖 8係表示本發明的實施形態的分析裝置的第 1例之示意圖。 　　圖 9係表示本發
明的實施形態的分析裝置的第 1例的分析單元的一例之示意圖。 　　圖 10係說明本發明的
實施形態的分析方法的第 1例之示意圖。 　　圖 11係說明本發明的實施形態的分析方法的
第 1例之示意性剖視圖。 　　圖 12係表示本發明的實施形態的分析裝置的第 2例之示意
圖。 　　圖 13係表示本發明的實施形態的分析裝置的第 3例之示意圖。 　　圖 14係表示本
發明的實施形態的分析裝置的分析部的變形例之示意圖。
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